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１．概要（Summary ） 

GaN 系及び GaAs 系化合物半導体 3 次元ナノ構造

は、従来のプレーナ型二次元量子構造の性能限界を超

える素子の創製が期待される。本研究では、プラズマ

援用 MBE 法を用いて GaN 及び GaAs ナノワイヤ構造の

成長を試みた。また将来、Si集積素子との融合を目指

すため、Si(111)基板上への成長を行った。InGaN や

InGaAs 量子ドット作製にはアキシャル型ヘテロ構造

が必須である。しかしながら、従来温度条件の違いな

どから InGaN／GaN や InGaAs/GaAs ナノワイヤヘテロ

構造の作製は困難であった。そこで、より低温での成

長が可能と考えられる原料交互供給法(ALE)を用いて

GaN 及び GaAs,InGaAsのナノワイヤ成長を試みた。 
 
２．実験（Experimental） 

InGaAs/GaAs ナノワイヤの成長はエイコーエンジ

ニアリング社製 MBE 装置を用いた。ナノワイヤの観

察は日立走査電子顕微鏡 S-4300 を用いた。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
 Fig.1にGaNナノワイヤ長の成長温度依存性、Fig.2
にはフォトルミネッセンス(PL)強度の成長温度依存

性を示す。何れも赤色が交互供給、黒色が同時供給で

ある。交互供給の場合、特に高温での Ga の再蒸発の

ため、基板温度が高くなるにつれ、同時供給と比べて

ナノワイヤ長は短くなる。InGaN ナノワイヤヘテロ

構造作製に必須の低温領域では、同時供給と比べ、交

互供給の方が GaN ナノワイヤの長さが長くなり、且

つ PL 発光強度も高くなっている。これは交互供給に

より Ga の面間拡散が低温でも起きていることを示し

ている。次に Ga の面間拡散の更なる増大を期待し、

Ga と N の供給の間に休止期間を設け、そのタイミン

グを様々に変化させて成長を行った。その結果、休止

期間をゼロ秒から２秒まで長くするにつれて PL 発光

強度が増大した。従来 Ga 過剰供給条件での成長であ

るため、休止期間が長くなるに連れて、表面でプレカ

ーサ濃度がストイキオメトリに近づいたためである

と考えられる。 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig.1  Growth temperature 
dependence on the GaN nanowire 
hight by ALE(Red) and Continuous 
growth (Black) 

Fig.2  PL peak intensity 
dependence on growth temperature 
t by ALE(Red) and Continuous 
growth (Black) 



 今後、この成長条件を基に InGaN／GaN ヘテロナ

ノワイヤ構造を作製し、量子ドットにおける発光特性

を評価する予定である。 
 
４．その他・特記事項（Others） 
 なし。 
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